
ENETT6-1144 
1/6 

 

 
การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทย คร้ังที่ 6 

5 - 7 พฤษภาคม 2553  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 

การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงความตานทานภายในตอประสิทธิภาพ                         
ของแผงเซลลแสงอาทิตย 

Changing of Internal Resistance effected on Photovoltaic Module Efficiency 
 

ฐิติพร เจาะจง และนิพนธ เกตุจอย* 
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวดัพิษณุโลก 65000 
โทร 055 96 3188 โทรสาร 055 96 3188 E-mail: niponk@nu.ac.th 

                                                                                  
Titiporn Chorchong and Nipon Ketjoy * 

School of Renewable Energy Technology, Naresuan University, Phitsanulok 65000, Thailand 
Tel: 055 96 3188 Fax: 055 96 3188 E-mail: titiporn_ant@hotmail.com  

* Corresponding author: niponk@nu.ac.th 

 
บทคัดยอ 
 บทความนี้นําเสนอการศึกษาการลดลงของประสิทธิภาพในการ
ผลิตไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตยเน่ืองจากความตานทานอนุกรมและ
ความตานทานชันตที่ เปลี่ยนแปลงไปโดยทําการศึกษาแผงเซลล
แสงอาทิตยชนิดผลึกผสมซิลิกอน (p-Si) ชนิดอะมอรฟสซิลิคอน (a-Si) 
และไฮบริดซิลิคอน (HIT) ของระบบสาธิตสถานีผลิตไฟฟากระแสสลับ
จากเซลลแสงอาทิตย ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยใชขอมูลซ่ึงเก็บ ป  
2550 และ 2551 เพื่อหาการเปลี่ยนแปลงของความตานทานภายในทั้ง
สองตัว จากการศึกษาพบวาแผงเซลลแสงอาทิตยชนิด  p-Si, a-Si และ 
HIT มีอัตราการเพิ่มข้ึนของความตานทานอนุกรมประมาณ 2.12 
2.19% และ 8.20% ตอปตามลําดับ และมีอัตราการลดลงของความ
ตานทานชันต เทากับ 0.05% 0.00% และ 0.23 % ตอปตามลําดับ ซ่ึง
การเปลี่ยนแปลงของความตานทานภายในทั้งสอง สงผลทําให
ประสิทธิภาพของแผงเซลลแสงอาทิตยชนิด p-Si, a-Si และ HIT ลดลง
เฉลี่ยตอป 1.26% 0.41% และ 1.44% ตอปตามลําดับ   
 
Abstract 
 This article presents a study about the parameters that affect 
efficiency of solar photovoltaic module. The propose of this study 
is determine the variables that affect the efficiency in producing 
electricity, with emphasis on the change in the series and shunt 
resistance. The study has considered 3 types of PV modules: 
Polycrystalline Silicon Solar Cell (p-Si), Amorphous Silicon Solar 
Cell (a-Si), Hybrid Silicon Solar Cell (HIT) of demonstration power 
plant installed at Naresuan University, Phitsanulok, Thailand. This 
study used data from 2007 and 2008. It is observed in the solar 

cell types p-Si, a-Si and HIT that their series resistance increased 
by 2.12% 2.19% and 8.20% per year respectively, whereas the 
shunt resistance reduced by 0.05% 0.00% and 0.23 % per year 
respectively. The observed changes in internal resistances shows 
that the solar cells types p-Si, a-Si and HIT had their efficiency 
reduced by 1.26% 0.41% and 1.44%per year in the order. 
 
1. บทนํา 

 ประเทศไทยมีแหลงทรัพยากรพลังงานทดแทน ประกอบดวย
พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานจากกาซชีวภาพและพลังงานจาก
แสงอาทิตย สําหรับพลังงานแสงอาทิตยน้ัน พื้นที่ของประเทศไทยซึ่งมี
ที่ตั้งอยูใกลเสนศูนยสูตรน้ัน มีรังสีแสงอาทิตยตลอดทั้งป และศักยภาพ
สูงปริมาณมหาศาล ซ่ึงในปจจุบันมีการสรางโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยหลายแหงเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากความตองการพลังงาน
ไฟฟาที่สูงมากขึ้นตลอดเวลา ในขณะน้ีจึงมีการสรางโรงไฟฟารองรับ
จํานวน 7แหงในประเทศ มีกําลังการผลิตกวา 9.6 MW ทั้งน้ีการติดตั้ง
โรงไฟฟานั้นจะตองคํานึงถึงขนาดของโรงไฟฟาตามกําลังผลิตไฟฟา 
ศักยภาพรังสีแสงอาทิตยที่พอเพียงในการผลิตและที่ตั้งที่เหมาะสมใน
การตั้งโรงไฟฟา การเลือกใชเทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตยที่เหมาะสมก็มี
ความจําเปนเน่ืองจากลักษณะของสเปกตรัมรังสีอาทิตยที่แตกตางกันใน
แตละพื้นที่ น้ัน  ก็ มีผลตอการผลิตพลังงานไฟฟาของแผงเซลล
แสงอาทิตยแตละชนิด และเม่ือแผงเซลลแสงอาทิตยมีการติดตั้งใชงาน
ไปในระยะเวลาหน่ึง ก็ยอมมีการลดลงของประสิทธิภาพของแผงเซลล
แสงอาทิตย จากผลการวิจัยของณัฐวุฒิ ขาวสะอาด [1] พบวา เม่ือใช
งานแผงเซลลแสงอาทิตยไปเปนระยะเวลา 3 ป แผงเซลลแสงอาทิตย
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ชนิดอะมอรฟสซิลิคอน จะมีอัตราการลดลงของประสิทธิภาพเฉลี่ยรายป
มากกวาแผงเซลลแสงอาทิตยชนิดผลึกผสมซิลิคอน  
 ดังน้ันหากสามารถทราบถึงอัตราการลดลง ตัวแปรที่มีผลตอการ
ลดลงของประสิทธิภาพของแผงเซลลแสงอาทิตย และชนิดของเซลล
แสงอาทิตยที่มีความเหมาะสมกับลักษณะของสเปกตรัม ก็จะสามารถ
ประเมินกําลังติดตั้งและการบํารุงรักษาใหสามารถมีการผลิตพลังงาน
ไฟฟาไดมากที่สุด [2], [3], [5]  
 
2. วิธีการศึกษา 
2.1 การศึกษาตัวแปรที่มีผลทําใหมีการลดลงของประสิทธิภาพใน
การผลิตไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตย 
 
 การศึกษาตัวแปรที่มีผลทําใหมีการลดลงของประสิทธิภาพในการ
ผลิตไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตย โดยทําการศึกษาตัวแปรที่มี
ผลกระทบตอประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตย 
ซ่ึงการศึกษาในครั้งน้ีจะมุงเนนศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
ความตานทานอนุกรม ที่เปนตัวแทนความตานทานของรอยตอพีเอ็น 
(p-n junction) ความตานทานของขั้วไฟฟา ความตานทานที่รอยตอของ
สารกึ่งตัวนําและข้ัวไฟฟา เปนตน และความตานทานชันต ที่เปน
ตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการรั่วของกระแสไฟฟาที่ขอบ
ของแผงเซลลแสงอาทิตยหรือผลึกที่นํามาใชในการผลิตแผงเซลล
แสงอาทิตยไมสมบูรณ โดยใช PV Analyzer ในการเก็บขอมูล จากนั้น
นําการเปลี่ยนแปลงของความตานทานทั้ง 2 ชนิดมาพิจารณาวามีผลตอ
กําลังไฟฟาและประสิทธิภาพของแผงเซลลแสงอาทิตยอยางไร 
 
2.2  การลดลงของประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาของแผงเซลล
แสงอาทิตยท่ีเกิดจากตัวเซลลของแผงเซลลแสงอาทิตย มีดังน้ี 
 

2.2.1  เกิดจากการสึกกรอนของรอยตอหรือเกิดจากการลดลง
ของแรงยึดเหนี่ยวโครงสรางเซลลของแผงเซลลแสงอาทิตย คาความ
ตานทานอนุกรมของแผงเซลลแสงอาทิตยเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนไดจาก
หลายสาเหตุ เชน ความตานของรอยตอ p-n ความตานทานของ
ข้ัวไฟฟา ความตานทานที่รอยตอของสารก่ึงตัวนําและข้ัวไฟฟา เปนตน 
คาความตานทานอนุกรมเพิ่มข้ึนจะมีผลทําใหแรงดันไฟฟาที่ไหลในแผง
เซลลแสงอาทิตยลดลงสงผลใหคากําลังไฟฟาที่แผงเซลลแสงอาทิตย
สามารถผลิตไดลดลง โดยที่กําลังไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตย
สามารถเขียนเปนสมการหาไดดังน้ี [4] 
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 เม่ือ   

  mP        คือ คากําลังไฟฟาสูงสุดที่เซลลแสงอาทิตยจาย
ออกมาในขณะที่มีภาระทางไฟฟา (W)       

  mpV
  คือ คาแรงดันไฟฟาสูงสุดที่เซลลแสงอาทิตยจาย

ออกมาในขณะที่มีภาระทางไฟฟา (V) 

  mpI
  คือ คากระแสไฟฟาสูงสุดที่เซลลแสงอาทิตยจาย

ออกมาในขณะที่มีภาระทางไฟฟา (A) 
  Rs      คือ คาความตานทานอนุกรมของเซลลแสงอาทิตย 
(Ohm) 

       VΔ   คือ คาความแตกตางของแรงดันไฟฟาที่ เซลล
แสงอาทิตยที่สามารถผลิตได (V) 
   I        คือ คากระแสไฟฟาที่เซลลแสงอาทิตยสามารถ
ผลิตได (A) 

  scI     คือ คากระแสไฟฟาของเซลลแสงอาทิตยในขณะที่
เกิดการลัดวงจร (A) 

  ocV   คือ คาแรงดันไฟฟาของเซลลแสงอาทิตยในขณะที่
ไมมีภาระทางไฟฟา (V) 
 

2.2.2  เกิดจากการเสื่อมของโลหะผสมที่อยูระหวางรอยตอพีเอ็น 
(p-n junction) ทําใหคาความตานทานชันตลดลง ความตานทานชันต
เกิดจากการเกิดร่ัวของกระแสไฟฟาที่ขอบของเซลลแสงอาทิตย หรือ
เกิดจากความไมสมบูรณของผลึก ซ่ึงการลดลงของความตานทานชันต
จะมีผลทําใหกระแสไฟฟาที่ไหลในเซลลแสงอาทิตยลดลงสงผลใหคา
กําลังไฟฟาที่เซลลแสงอาทิตยสามารถผลิตไดลดลง โดยที่กําลังไฟฟาของ
แผงเซลลแสงอาทิตยสามารถเขียนเปนสมการไดดังน้ี [4] 
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เม่ือ  
   Rsh คือ คาความตานทานชันตของโลหะผสมที่อยูระหวาง
รอยตอพีเอ็น (Ohm) 

   V   คือ คาแรงดันไฟฟาที่เซลลแสงอาทิตยสามารถผลิตได 
(V) 

     IΔ   คือ คาความแตกตางของเซลลแสงอาทิตยสามารถผลิต
ได (A) 
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3. ผลการศึกษา 
สําหรับ IV-Curve ในป 2550 และป 2551 เปนคาเฉลี่ยของ

แผงเซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้งในระบบทั้งหมด 45 แผง จึงทําใหเกิดการ
สูญเสียในการเชื่อมตอระหวางแผงเซลลแสงอาทิตย ทําให IV-Curve 
แตกตางคอนขางมาก จาก IV-Curve ในป 2550 พบวามีแรงดันไฟฟา
สูงสุด เทากับ 14.54 โวลต กระแสไฟฟาสูงสุด เทากับ 3.74 แอมแปร
และมีกําลังไฟฟาสูงสุด เทากับ 54.45 วัตต และ IV-Curve ในป 2551 
พบวามีแรงดันไฟฟาสูงสุด เทากับ 14.43 โวลต กระแสไฟฟาสูงสุด 
เทากับ 3.60 แอมแปรและมีกําลังไฟฟาสูงสุด เทากับ 52.06 วัตต จะ
เห็นไดวาเม่ือเวลาผานแผงเซลลแสงอาทิตย จะมีสมบัติเอาตพุตที่
เปลี่ยนแปลง อันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของความตานทาน
ภายในของแผงเซลลแสงอาทิตยชนิด p-Si ซ่ึงแสดงใหในภาพ 2 และ 3 
ตามลําดับ 
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รูปที่ 1 ความแตกตาง IV-Curve ของแผงเซลลแสงอาทิตยชนิด 

p-Si ในป 2550 และป 2551 
 
จากรูปที่ 2 แสดงความแตกตางของ IV-Curve ที่มีแรงดันไฟฟา

ตางกัน เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงความตานทานอนุกรมของแผง
เซลลแสงอาทิตยชนิด p-Si ซ่ึงจากกฎของโอหม กลาวไววา “สารใดที่มี
ความตานทานสูงจะยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานไดนอย” ในป 2550 
แผงเซลลแสงอาทิตย มีความตานทานอนุกรมเทากับ 0.141 โอหม/แผง 
และในป 2551 มีความตานทานอนุกรมเทากับ 0.144 โอหม/แผงแสดง
วาความตานทานอนุกรมเพิ่มข้ึน ทําใหกระแสไฟฟาของแผงเซลล
แสงอาทิตยไหลออกมาไดนอยลง จึงสงผลทําใหแรงดันไฟฟาที่ตกครอม
ของแผงเซลลแสงอาทิตยลดลงตามไปดวย ซ่ึงจะตรงกับกฎของโอหมที่
กลาวไวขางตน 
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รูปที่ 2 ความแตกตางของ IV-Curve ที่ไดรับผลจากการเปลี่ยนแปลง

ความตานทาน อนุกรมของแผงเซลลแสงอาทิตยชนิด p-Si 

 
จากรูปที่ 3 แสดงความแตกตางของ IV-Curve ที่มีกระแสไฟฟา

ตางกันเน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงความตานทานชันตของแผงเซลล
แสงอาทิตยชนิด p-Si ซ่ึงจากกฎของโอหมกลาวไววา ”สารใดที่มีความ
ตานทานนอยจะยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานไดมาก” ในป 2550 แผง
เซลลแสงอาทิตยมีความตานทานชันต เทากับ 1.814 โอหม และในป 
2551 มีความตานทานชันต เทากับ 1.813 โอหม แสดงวาเม่ือความ
ตานทานชันตลดลง กระแสไฟฟาจะไหลผานความตานทานชันตไดมาก
ข้ึน จึงทําใหกระแสไฟฟาที่จะไหลออกนอกแผงเซลลแสงอาทิตยลดลง 
ซ่ึงตรงกับกฎของโอหมที่กลาวไวขางตน  
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รูปที่ 3 ความแตกตางของ IV-Curve ที่ไดรับผลจากการ
เปลี่ยนแปลงความตานทานชันตของแผงเซลลแสงอาทติยชนิด p-Si 

 
จากรูปที่ 4 สําหรับ IV-Curve ในป 2550 พบวามีแรงดันไฟฟา

สูงสุด เทากับ 51.81 โวลต กระแสไฟฟาสูงสุด เทากับ 0.74 แอมแปร
และมีกําลังไฟฟาสูงสุด เทากับ 38.34 วัตต และ IV-Curve ในป 2551 
พบวามีแรงดันไฟฟาสูงสุด เทากับ 50.63 โวลต กระแสไฟฟาสูงสุด 
เทากับ 0.74 แอมแปรและมีกําลังไฟฟาสูงสุด เทากับ 37.66 วัตต จะ
เห็นไดวาเม่ือเวลาผานแผงเซลลแสงอาทิตย จะมีสมบัติเอาตพุตที่
เปลี่ยนแปลง อันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของความตานทาน
ภายในของแผงเซลลแสงอาทิตยชนิด a-Si ซ่ึงแสดงใหในรูปที่ 5 และรูป
ที่ 6 ตามลําดับ 
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รูปที่ 4 ความแตกตาง IV-Curve ของแผงเซลลแสงอาทิตยชนิด  

a-Si ในป 2550 และป 2551 
 

จากรูปที่ 5 แสดงความแตกตางของ IV-Curve ที่มีแรงดันตางกัน
เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงของความตานทานอนุกรมของแผงเซลล
แสงอาทิตยชนิด a-Si ในป 2550 แผงเซลลแสงอาทิตยมีความตานทาน
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อนุกรมเทากับ 0.182 โอหม และในป 2551 มีความตานทานอนุกรม
เทากับ 0.186 โอหม แสดงวาเม่ือความตานทานอนุกรมเพิ่มข้ึน ซ่ึงมี
พฤติกรรมเหมือนกับแผงเซลลแสงอาทิตยชนิด p-Si คือ เม่ือความ
ตานทานอนุกรมเพ่ิมข้ึน ทําใหกระแสไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตย
ไหลออกมาไดนอยลง จึงสงผลทําใหแรงดันไฟฟาที่ตกครอมของแผง
เซลลแสงอาทิตยลดลงตามไปดวย 
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รูปที่ 5 ความแตกตางของ IV-Curve ที่ไดรับผลจากการ
เปลี่ยนแปลงความตานทานอนุกรมของแผงเซลลแสงอาทิตยชนิด a-Si 

 
จากรูปที่ 6 แสดงความแตกตางของ IV-Curve ที่มีกระแสไฟฟา

ตางกันเน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงความตานทานชันตของแผงเซลล
แสงอาทิตยชนิด a-Si ในป 2550 แผงเซลลแสงอาทิตยมีความตานทาน
ชันต เทากับ 1.027 โอหม และในป 2551 มีความตานทานชันต เทากับ 
1.027 โอหมแสดงวาเม่ือความตานทานชันตลดลง ซ่ึงมีพฤติกรรม
เหมือนกับแผงเซลลแสงอาทิตยชนิด p-Si คือ เม่ือความตานทานชันต
ลดลง กระแสไฟฟาจะไหลผานความตานทานชันตไดมากข้ึน จึงทําให
กระแสไฟฟาที่จะไหลออกนอกแผงเซลลแสงอาทิตยลดลง 
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รูปที่ 6 ความแตกตางของ IV-Curve ที่ไดรับผลจากการ
เปลี่ยนแปลงความตานทานชันต ของแผงเซลลแสงอาทติยชนิด a-Si 

 
จากภาพ 7 จาก IV-Curve ในป 2550 พบวามีแรงดันไฟฟาสูงสุด 

เทากับ 30.57 โวลต กระแสไฟฟาสูงสุด เทากับ 4.12 แอมแปรและมี
กําลังไฟฟาสูงสุด เทากับ 126.15 วัตต และ IV-Curve ในป 2551 
พบวามีแรงดันไฟฟาสูงสุด เทากับ 30.19 โวลต กระแสไฟฟาสูงสุด 
เทากับ 4.03 แอมแปรและมีกําลังไฟฟาสูงสุด เทากับ 121.84 วัตต จะ
เห็นไดวาเม่ือเวลาผานแผงเซลลแสงอาทิตย จะมีสมบัติเอาตพุตที่

เปลี่ยนแปลง อันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของความตานทาน
ภายในของแผงเซลลแสงอาทิตยชนิด a-Si ซ่ึงแสดงใหในภาพ 9 และ 
10 ตามลําดับ 
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รูปที่ 7 ความแตกตาง IV-Curve ของแผงเซลลแสงอาทิตยชนิด 

HIT  ในป 2550 และป 2551 
 
จากรูปที่ 8 แสดงความแตกตางของ IV-Curve ที่มีแรงดันไฟฟา

ตางกัน เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงความตานทานอนุกรมของแผง
เซลลแสงอาทิตยชนิด HIT ในป 2550 แผงเซลลแสงอาทิตย มีความ
ตานทานอนุกรมเทากับ 0.134 โอหม/แผง และในป 2551 มีความ
ตานทานอนุกรมเทากับ 0.145 โอหม/แผงแสดงวาความตานทาน
อนุกรมเพิ่มข้ึน ทําใหกระแสไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตยไหลออกมา
ไดนอยลง จึงสงผลทําใหแรงดันไฟฟาที่ตกครอมของแผงเซลล
แสงอาทิตยลดลงตามไปดวย  
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รูปที่ 8 ความแตกตางของ IV-Curve ที่ไดรับผลจากการเปลี่ยนแปลง
ความตานทานอนุกรมของแผงเซลลแสงอาทิตยชนิด HIT 

  
จากรูปที่ 9 แสดงความแตกตางของ IV-Curve ที่มีกระแสไฟฟา

ตางกันเน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงความตานทานชันตของแผงเซลล
แสงอาทิตยชนิด HIT ในป 2550 แผงเซลลแสงอาทิตยมีความตานทาน
ชันต เทากับ 1.292 โอหม และในป 2551 มีความตานทานชันต เทากับ 
1.289 โอหม แสดงวาเม่ือความตานทานชันตลดลง กระแสไฟฟาจะไหล
ผานความตานทานชันตไดมากข้ึน จึงทําใหกระแสไฟฟาที่จะไหลออก
นอกแผงเซลลแสงอาทิตยลดลง 
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รูปที่ 9 ความแตกตางของ IV-Curve ที่ไดรับผลจากการเปลี่ยนแปลง

ความตานทานชันตของแผงเซลลแสงอาทิตยชนิด HIT 
 

ตาราง 1 แรงดันไฟฟาสูงสุด กระแสไฟฟาสูงสุด กําลังไฟฟาสูงสุด 
ความตานทานอนุกรมและความตานทานชันต ในป 2550 และป 
2551ของแผงเซลลแสงอาทิตย ชนิด p-Si 
 
ป แรงดันไฟฟา 

สูงสุด 
(V) 

กระแสไฟฟา 
สูงสุด 
(A) 

กําลังไฟฟา 
สูงสุด 
(Wp) 

ความตานทาน 
อนุกรม 
(โอหม/แผง) 

ความตานทาน 
ชันต 
(โอหม/แผง) 

2550 14.54 3.74 54.45 0.141 1.814 

2551 14.43 3.60 52.06 0.144 1.813 

 
 จากตาราง 1 แสดงแรงดันไฟฟาสูงสุด กระแสไฟฟาสูงสุด 

กําลังไฟฟาสูงสุด ความตานทานอนุกรมและความตานทานชันต ในป 
2550 และป 2551 ของแผงเซลลแสงอาทิตย ชนิด p-Si พบวา คาความ
ตานทานอนุกรมและความตานทานชันตมีอัตราการเปลี่ยนแปลง 
 
ตาราง 2 แรงดันไฟฟาสูงสุด กระแสไฟฟาสูงสุด กําลังไฟฟาสูงสุด 
ความตานทานอนุกรมและความตานทานชันต ในป 2550 และป 
2551 ของแผงเซลลแสงอาทิตย ชนิด a-Si 
 
ป แรงดันไฟฟา 

สูงสุด 
(V) 

กระแสไฟฟา 
สูงสุด 
(A) 

กําลังไฟฟา 
สูงสุด 
(Wp) 

ความตานทาน 
อนุกรม 
(โอหม/แผง) 

ความตานทาน 
ชันต 
(โอหม/แผง) 

2550 51.81 0.74 38.34 0.182 1.027 

2551 50.63 0.74 37.60 0.186 1.027 

 
 จากตาราง 2 แสดงแรงดันไฟฟาสูงสุด กระแสไฟฟาสูงสุด 

กําลังไฟฟาสูงสุด ความตานทานอนุกรมและความตานทานชันต ในป 
2550 และป 2551 ของแผงเซลลแสงอาทิตย ชนิด a-Si พบวา คาความ
ตานทานอนุกรมมีอัตราการเปลี่ยนแปลงมากกวาความตานทานชันต 
 
ตาราง 3 แรงดันไฟฟาสูงสุด กระแสไฟฟาสูงสุด กําลังไฟฟาสูงสุด 
ความตานทานอนุกรมและความตานทานชันต ในป 2550 และป 
2551 ของแผงเซลลแสงอาทิตย ชนิด HIT 

 
ป แรงดันไฟฟา 

สูงสุด 
(V) 

กระแสไฟฟา 
สูงสุด 
(A) 

กําลังไฟฟา 
สูงสุด 
(Wp) 

ความตานทาน 
อนุกรม 
(โอหม/แผง) 

ความตานทาน 
ชันต 
(โอหม/แผง) 

2550 30.57 4.12 126.15 0.134 1.292 

2551 30.19 4.03 121.84 0.145 1.289 

 
 จากตาราง 3 แสดงแรงดันไฟฟาสูงสุด กระแสไฟฟาสูงสุด 

กําลังไฟฟาสูงสุด ความตานทานอนุกรมและความตานทานชันต ในป 
2550 และป 2551 ของแผงเซลลแสงอาทิตย ชนิด HIT พบวา คาความ
ตานทานอนุกรมและความตานทานชันตมีอัตราการเปลี่ยนแปลง 
 
ตาราง 4 อัตราการเพิ่มขึ้นของความตานทานอนุกรมและ 
การลดลงของความตานทานชันต ต้ังแตป 2550 จนถึงป 2551  
 
ชนิดของ 
แ ผ ง เ ซ ล ล
แสงอาทิตย 

อัตรา 
การเพิ่มขึ้นของ
ความตานทาน
อนุกรม 
(Ohm/ป) 

อัตรา 
การเพิ่มขึ้นของ
ความตานทาน 
อนุกรม 
(%/ป) 

อัตรา 
กา รลดล งขอ ง
ความตานทาน 
ชันต 
(Ohm/ป) 

อัตรา 
การลดลงของ
ความ
ตานทาน 
ชันต 
(%/ป) 

p-Si 0.021 2.12 0.0005 0.05 

a-Si 0.021 2.19 0.0000 0.00 

HIT 0.082 8.20 0.0023 0.23 

  
จากตาราง 4 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของความตานทาน

อนุกรมและความตานทานชันตของแผงเซลลแสงอาทิตยทั้ง 3 ชนิด 
โดยพิจารณาตั้งแตป 2550 จนถึงป 2551 พบวา คาความตานทาน
อนุกรมโดยเฉลี่ยรายปมีอัตราการเปลี่ยนแปลงมากกวาความตานทาน
ชันตโดยเฉลี่ยรายป 
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แผงเซลลแสงอาทิตยชนิด a-Si แผงเซลลแสงอาทิตยชนิด p-Si แผงเซลลแสงอาทิตยขนิด HIT  
รูปที่ 10 ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตย 

 
จากรูปที่ 10 แสดงประสิทธิภาพเฉลี่ยรายเดือนในการผลิตไฟฟา

ของแผงเซลลแสงอาทิตยและจากตาราง 5 ประสิทธิภาพในการผลิต
ไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตยเฉลี่ยรายป พบวาแนวโนมของ
ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาลดลงเม่ือพิจารณาตั้งแตเดือนมกราคม 
2550 จนถึงเดือนธันวาคม 2551 จากการศึกษาพบวาแผงเซลล
แสงอาทิตยชนิด a-Si จะมีอัตราการลดลงของประสิทธิภาพในการผลิต
ไฟฟาหลังติดตั้งใชงานประมาณรอยละ 0.82 คิดเปนอัตราการลดลง
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เฉลี่ยในแตละปเปนรอยละ 0.41 แผงเซลลแสงอาทิตยชนิด p-Si จะมี
อัตราการลดลงของประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาหลังติดตั้งใชงานรอย
ละ 2.52 คิดเปนอัตราการลดลงเฉลี่ยในแตละปประมาณรอยละ 1.26 
และแผงเซลล แสงอาทิตย ช นิด  HIT จะ มีอัตราการลดลงของ
ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาหลังติดตั้งใชงานรอยละ 2.88 คิดเปน
อัตราการลดลงเฉลี่ยในแตละปประมาณรอยละ 1.44 

 
ตาราง 5 ประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟาของแผงเซลล

แสงอาทิตย 
 

ป Eff(a-Si) 
(%) 

Rate 
(%) 

Eff(p-Si) 
(%) 

Rate 
(%) 

Eff(HIT) 
(%) 

Rate 
(%) 

2550 6.05 0.00 10.61 0.00 13.76 0.00 

2551 6.00 0.82 10.35 2.52 13.38 2.88 

คาเฉลี่ย 6.03 0.41 10.48 1.26 13.57 1.44 

 
4. สรุป 

เม่ือมีการติดตั้งผานไปในระยะเวลา 4 ป แผงเซลลแสงอาทิตย
ชนิด p-Si a-Si และ HIT มีอัตราการเพิ่มข้ึนของความตานทานอนุกรม 
เทากับ 2.12 2.19 และ 8.20 % ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาถึงความ
ตานทานชันตที่เปนตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการรั่วของ
กระแสไฟฟาที่ขอบของแผงเซลลแสงอาทิตยหรือผลึกที่นํามาใชในการ
ผลิตแผงเซลลแสงอาทิตยไมสมบูรณ เ ม่ือมีการติดตั้งผานไปใน
ระยะเวลา 4 ป แผงเซลลแสงอาทิตยชนิด p-Si   a-Si และ HIT มีอัตรา
การลดลงของความตานทานชันต เทากับ 0.05 0.00 และ 0.23 % 
ตามลํ าดับ  ความตานทานอนุกรมโดยเฉลี่ ยรายป มีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงมากกวาความตานทานชันตโดยเฉลี่ยรายป และความ
ตานทานทั้ง 2 ชนิดน้ันสงผลทําใหลักษณะสมบัติเอาพุตแผงเซลล
แสงอาทิตยเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงของความตานทาน
ภายในทั้งสอง สงผลทําใหประสิทธิภาพของแผงเซลลแสงอาทิตยชนิด   
p-Si, a-Si และ HIT ลดลงเฉลี่ยตอป 1.26% 0.41% และ 1.44% ตอป
ตามลําดับ   

 

5. กิตติกรรมประกาศ 
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